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【諸言】Arをキャリアガスとしアセトニトリル(CH3CN)を原料に高周波プラズマCVDを行うと(以

下、CH3CN/Arと記す)、水素化されたアモルファス窒化炭素(a-CNx:H)薄膜が形成する。その窒素

含有率([N]/([N]+[C]))はキャリアガスにN2を添加することによって制御できると予想される。しか

し、この方法で形成される薄膜の構造解析は全く行われておらず、構造や結合状態は不明である。

そこで本研究では、CH3CN/Ar 系でa-CNx:Hを製膜し、構造解析を行った．  

【実験】高周波マグネトロン電極(印加電極)と接地電極にカーボンテープを用いて Si基板を 1枚

ずつ中心に貼りつけた。真空チャンバー内を 3 mTorr以下に排気した後、五酸化リンを通して脱

水した Arガスを圧力 0.3 Torrで導入し、Arのみの高周波プラズマ(50 W)を 4時間発生させた。そ

の後、五酸化リンを通した CH3CNを 7 mTorr、さらに Arガスを導入して全圧を 0.3 Torrにし、高

周波プラズマ(50 W)を 3時間発生させて成膜した。成膜後、X線光電子分光(XPS)および赤外(IR)

吸収分光による薄膜の元素分析および構造解析を行った。 

【結果】CH3CN/Ar系で全圧を 0.3 Torrとした

際に接地電極で製膜した薄膜の分析結果を以

下に示す。Table 1では元素分析の結果が示さ

れ、薄膜の窒素含有率([N]/([N]+[C]))が 0.33程

度であった。Fig. 1のXPSのC(1s)ピークから、

大部分の炭素は窒素との単結合あるいは三重

結合の形で存在していることが示された。Fig. 

2の IR吸収分光析では 2200 cm
-1付近 に C≡N

基の伸縮振動に起因する吸収スペクトルが、

1400 cm
-1付近に C-N基の伸縮振動に起因する

吸収スペクトルが観測された。 

【予定】キャリアガスに N2を用いて薄膜の高

窒素化を図りつつ、構造解析を進める。 

 

Table 1 Compositions (Grounded electrode) 

C N O [N]/([N]+[C]) 

0.64 0.32 0.04 0.33 

Fig. 1 XPS C(1s) peak (Grounded electrode) 

 

Fig. 2 IR spectra (Grounded electrode) 

0

1000

2000

3000

280 285 290 295

In
te

n
si

ty
 [

a
rb

. 
u

n
it

s]
 

Binding energy [eV] 

C=N

C-N or C≡N 

Obs.

5001000150020002500300035004000

A
b

so
rb

a
n

ce
 

[a
rb

. 
u

n
it

s]
 

Wavenumber [cm-1] 

C-N (st.) 

C≡N (st.) 

C=N (st.) 
-CHn (st.) 

N-H (st.) 

O-H (st.) 

第77回応用物理学会秋季学術講演会 講演予稿集 (2016 朱鷺メッセ (新潟県新潟市))15p-P2-2 

© 2016年 応用物理学会 05-249


